Elektromagnetinés spinduliuotés valdymas pasyviuoju rezonatoriumi-keitikliu

A control of electromagnetic radiation flux by means of the passive resonator-converter
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Elektromagnetiniy  bangy  (EMB) reikSmé
kasdieniame gyvenime nickam nebekelia abejoniy, o
patys jvairiausi jy pritaikymai apima gyvybiskai svarbias
informacijos perdavimo ir komunikavimo sritis. Ta¢iau
moderndis elektroniniai prietaisai taip pat sukuria EM
sSmoga, neigiamai viekiantj gyvuosius organizmus [1].

Siame darbe istirtas EMB smogo valdymas
pasyviuoju rezonatoriumi-keitikliu (RK), sudarytu i§
monokristalinio Si plokstelés, kurios pavirSiy dengia
dviejy daliy ziediné EMB difrakcijos gardelé — anteny,
sudaranciy salygas atspindéty EMB interferencijai (1
pav.).
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1 pav. Elektromagnetinés spinduliuotés rezonatoriaus -
keitiklio ekvivalentiné schema

Darbe siekta istirti EM lauko stiprj, EMB srauto tankj
tolimojoje (atstumu L > 10 A, ¢ia A — placios dazniy
juostos signalo centrinis bangos ilgis) ir artimojoje
(atstumu < 10 A) zonose bei RK efektyvumg > 8 GHz
dazniy ruoze, naudojant > 8 GHz dazniy juostos jutiklj ir
tyrimy schema, pavaizduotg 2 pav.

. I nh | | L. | n I
Saltinis Imtuvas Saltinis Imtuvas

! ! ! ! N ! Il L 1 ! L 1
T T T T T T T T T T T T

n=2,3,4,5 L L
a) b)
2 pav. Saltinio signalo galios tyrimy eksperimentiné
schema, kai rezonatorius-keitiklis L =2 + 10 A atstumu:
a) optinio pralaidumo ir b) optinio atspindZio atveju

Nustatyta, kad RK EMB atspindzio atveju, dalis
kritusios bangos energijos atsispindi. Teoriniy tyrimy
rezultatai [2] leidzia daryti iSvada, jog Kkritusi bei
atspindéta nuo RK pavirSiaus bangos interferuoja,
sukurdamos EMB, kurios amplitudé, daznis ir fazé
skiriasi nuo kritusios/atspindétos bangy analogisky
charakteristiky. EMB atspindys nuo RK pavirsiaus
priklauso nuo RK atstumo iki spinduliuotés Saltinio L,
nuo j ji kritusios EMB galios P, ir jos daznio v (t.y. hv
energijos). Nustatyta, jog Pminos chzy = 2 W, esant
centriniam smogo daZniy juostos dazniui ~0,9 GHz.
Ismatavus spinduliuotés galios pokytj, RK lokalizuojant
L = 2 + 10X atstumu nuo jutiklio, nustatyta, jog optinio
pralaidumo rezime RK sgveikos su EMB rezultatas

panasus ] elgesj metalinés plokstelés, ekranuojancios
EMB elektring dedamaja. Taciau optinio atspindzio
rezime atsispindéjusi EMB interferuoja su kritusia, o
rezultate kritusios bangos amplitudé 0,9 + 2,5 GHz
daZniy ruoze, sumazéja ~20 %, jei RK lokalizuotume
nedidesniu nei 3A (~ 0.5 m) atstumu nuo jutiklio.

Gauti tyrimy rezultatai leidzia taip pat daryti
prielaida, jog RK, jam esant artimoje elektrinio lauko
zonoje, kritusi EMB, kurios P > P, gali susikurti
elektrinio pramusimo antenose salyga. Elektrinio
islydzio metu RK spinduliuoja placios dazniy juostos
signalus, kuriy daznis priklauso tiek nuo j jj kritusios
EMB charakteristiky, aplinkos, kurioje vyksta elektrinis
i§lydis, dujy cheminés sudéties ir vidinés, smulkiosios
anteny fraktaly sandaros.

RK optinio atspindzio savybe galima sustiprinti i3
atskiry RK sudarant grupes. Tiek pavieniy RK, tiek ir jy
grupiy charakteringasis slopinimas (t.y. atstumas, kuriuo
nutolus nuo $altinio, kritusios EMB amplitudé/galia
susilpnéja e = 2.7182... karty) skirtingas, RK veikiant
optinio pralaidumo ir atspindzio salygomis. Jei RK
grupés atveju charakteringasis slopinimas
pralaidumo/atspindzio rezime beveik nesiskiria, tai
pavienio RK saveikos su elektromagnetine banga
rezultate,  charakteringasis  slopinimas  optinio
pralaidumo sglygomis eksperimentiskai stebimas esant
didesniems L, kai RK lokalizuotas tarp $altinio ir jutiklio.

Jvertinus RK antenos plotg, zinant 3altinio
spinduliuotés galia bei RK atstumag L iki saltinio,
suskai¢iuotas minimalus, j RK kritusios EMB, kurios
centrinis daznis 0,9 GHz, galios tankis pminos cHz >
490 mW/Sgy, reikalingas RK suzadinimui. Tad skirtingy
rasiy/dydziy RK jtaka eksperimenty rezultatams gali
skirtis. Kritusios EMB galios tankiui didéjant, suzadintas
RK spinduliuoja ypatingai pla¢ios dazniy juostos EMB,
kuriy centrinis daznis priklauso nuo kritusios EMB
charakteristiky, RK vidinés fraktaly struktaros ir antenos
geometrijos.

Reiksminiai  ZodZiai: elektromagnetinés bangos,
spinduliuotés galia, rezonatorius-keitiklis,
charakteringasis bangos slopinimas.
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